ELM201 KATIHAL ELEKTRONIGI-I

Enerji Bant Modeli
Enerj1 bant modeli, kovalent bant modeline tamamlayici nitelikte
kavramsal bir model sunar.

Mletkentik band

Degerliik bandi

Ders Kitaplart:
1) Microelectronic Circuit Design, R. C. Jaeger and T. N. Blalock, (4th edition) 2010.
2) Solid State Electronic Devices, B. G. Streetman, S. K. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall, 2006.
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Np: verici katiski yogunlugu (donor Impurity concentration)
atoms/cm?

Na: alic1 katiski yogunlugu (acceptor impurity concentration)
atoms/cm?

Np> Na ----- n-tip1 yariletken

Na> Np ----- p-tip1 yariuletken

Nt =Na+ Np : toplam katiski1 yogunlugu (total impurity doping
density)

Y ariiletken malzemede hem verici hem de alici atomlar bir arada
bulunabilir. Hangisinin yogunlugu fazla ise yariletken tip1 ona
gore belirlenir.

Ders Kitaplart:
1) Microelectronic Circuit Design, R. C. Jaeger and T. N. Blalock, (4th edition) 2010.
2) Solid State Electronic Devices, B. G. Streetman, S. K. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall, 2006.



Neden azinlik tasiyicilari ile ilgileniyoruz?

Aslinda, yaruletken 6zdirenci ¢ogunluk tasiyict yogunlugu ile
kontrol ediliyor.

Ornegin FET ler ¢cogunluk tastyici aygitlaridir.

Ancak, diyotlarin ve BJT lerin karakteristikler1 azinlik tasiyici
yogunluguna biiyiik oranda baghdir.

Cesithi yan iletken aygitlar tasarlayabilmek i¢in ¢ogunluk ve
azinhik tasiyict  yogunluklarinin  her ikisinin de nasil
ayarlandiginin 1y1 anlasilmasi gerekir.

Ders Kitaplart:
1) Microelectronic Circuit Design, R. C. Jaeger and T. N. Blalock, (4th edition) 2010.
2) Solid State Electronic Devices, B. G. Streetman, S. K. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall, 2006.



Katkili Yariiletkenlerde Devingenlik ve Ozdireng

Yaruletkene katkilama yapilmasi, tasiyicilarin devingenligini
(hem elektron hem de hole devingenligini) azaltir. Buna neden
olan etkiler:

- Katigik atomlar Silisyum atomlarindan farkli boyuttadirlar.
Bu nedenle kristal yapida periyodikligi bozarlar.

- Katisik atomlar 1yonizedir. Orjinal kristal yapida olmayan
bolgesel yiiklii alanlar olusur.

Ders Kitaplart:
1) Microelectronic Circuit Design, R. C. Jaeger and T. N. Blalock, (4th edition) 2010.
2) Solid State Electronic Devices, B. G. Streetman, S. K. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall, 2006.



Katkilama, ozdiren¢ tizerinde oldukc¢a fazla bir etkiye
sahiptir (Ozdirenci azaltir). Bu etki, devingenligin
azalmasi pahasina katkilama yapilmasinin nedenidir (serbest
tasiyici sayisi arttigi 1¢in)

Ornek: Verici yogunlugu NP = 2x10 15 iken dzdirenc 2,37
artiyor. Katkist Si 1¢in 1di. Yaklasik 105 kat Ozdireng
azaltiliyor.

Ders Kitaplart:
1) Microelectronic Circuit Design, R. C. Jaeger and T. N. Blalock, (4th edition) 2010.
2) Solid State Electronic Devices, B. G. Streetman, S. K. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall, 2006.



Yaymmim Akimlari (Diffusion Currents)

Yaymim: Bir madde i¢indeki belirli bir tirden harekethi
parcaciklarin, yogunlugun yiiksek oldugu yerlerden az oldugu
yerlere dogru dagilmasi olgusu. (Sigara dumaninin odada
yayilmasi gibi)

Fermi Duzeyi (Fermi Level)

Bir katida, T=0 K de dolu olan yoriingelerin en iist seviyesidir.

Ders Kitaplart:
1) Microelectronic Circuit Design, R. C. Jaeger and T. N. Blalock, (4th edition) 2010.
2) Solid State Electronic Devices, B. G. Streetman, S. K. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall, 2006.



Fermi Diizeyi (Fermi Level) (devam)

Fermi diizeyi: Bir katida sifir kelvin sicakliginda dolu enerji
dizeylerini bos enerj1 diizeylerinden ayiran enerji farki
(tubaterim.gov.tr)

Fermi diizey1 (Ef): T=0 K de dolu olan yoringelerin en iist
seviyesidir

Ders Kitaplart:
1) Microelectronic Circuit Design, R. C. Jaeger and T. N. Blalock, (4th edition) 2010.
2) Solid State Electronic Devices, B. G. Streetman, S. K. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall, 2006.
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